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β-Ga2O3は約 4.5 eV の高いワイドバンドギャップを持ち、6 MV/cm超の絶縁破壊電界強度と融

液成長法による単結晶バルクが作製可能であることから、高耐圧のパワーデバイス応用が期待さ

れている。しかし、浅いアクセプターが存在せず、正孔が自己束縛することから p 型ドーピング

が困難であり[1]、MOSFETや SBDなどのユニポーラデバイスの研究が大半を占めてきた。β-Ga2O3

の実用化に向けて、他の酸化物半導体とのヘテロ pn 接合が検討されている。NiO は、約 3.7 eVと

いう広いバンドギャップを持つ p 型酸化物半導体であることから、ヘテロ接合パワーデバイスへ

の応用が最も期待されている。β-Ga2O3上に NiO を成長させた p-n ヘテロ接合ダイオードは 2016

年に Y. Kokubun らによって初めて実証された[2]。優れたデバイス性能の実現には高品質な接合界

面が求められる。本研究では結晶性の優れた NiO薄膜を形成することを目標として、(111)NiOと

の格子不整合が比較的小さい(-201) β-Ga2O3基板に注目し、ミスト CVD 法によるヘテロエピタキ

シャル成長とその特性評価を行った。 

Fig.1に(-201) β-Ga2O3上の NiO薄膜の XRD 2θ-ωスキャンプロファイルを示す。Fig.1に示すよ

うに回折ピークはラウエフリンジを伴い β-Ga2O3基板上に成長した NiO 薄膜が高い結晶性を示す

ことが示された。ラウエフリンジから求められる膜厚より成膜レートは約 2.1 nm/min であった。 

次に面内配向性を XRDφスキャンによって評価した。Fig.2 に(a){220}NiO と(b)β-Ga2O3それぞ

れのスキャンプロファイルを示す。Fig.2(a)に示すように NiO 薄膜には 6 つのピークが観察され、

面内配向していることが示された。本来、{220}NiO 回折面には 3つのピークが観察されるはずだ

が、２回対称ドメインが存在することにより 6つのピークが観察されたことが示唆される。 

これらの結果から、本研究ではミスト CVD法を用いて(-201) β-Ga2O3上へ NiO 薄膜のエピタキ

シャル成長を実証した。 
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Fig.2 XRD φ-scan profiles of (a){220}NiO and (b) β-Ga2O3 

 

Fig.1 XRD 2θ-ω scan pattern of NiO thin films 
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